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【57】申請專利範圍
1.　一種半導體元件，包括：
一第一基底，包括一正面和與該正面平行的一背面；

一接合介電質，設置在該第一基底的該正面上；

一重分佈層，設置在該接合介電質和該第一基底的該正面之間；

一第一介電層，設置在該第一基底的該正面與該重分佈層之間；

一罩蓋層，設置在該重分佈層和該接合介電質之間；

一第一導電墊，設置在該罩蓋層和該接合介電質之間；

一第二介電層，設置在該罩蓋層和該接合介電質之間，其中該第二介電層的一表面與該

第一導電墊的一表面呈共面；

一導電特徵，設置在該接合介電質和該第一導電墊中，其中該導電特徵包括透過該接合

介電質的一背面而暴露的一第二導電墊以及電性連接到該第二導電墊並穿透該第一導電

墊的一互連結構；

一第二鈍化層，設置在該第一基底的該背面上方，其中該第二鈍化層具有背向該第一基

底的一上表面；

一貫穿基底通孔(TSV)，穿過該第二鈍化層和該第一基底，其中該 TSV電性耦接到該導
電特徵；

一聚合物焊墊，設置在該 TSV和該第一基底之間，其中該聚合物焊墊的一上表面低於該
第二鈍化層的一上表面；

一阻障層，設置在該第二鈍化層與該 TSV之間、在該聚合物焊墊與該 TSV之間以及在
該互連結構與該 TSV之間；以及
一黏著層，設置在該阻障層和該 TSV之間。

2.　如請求項 1所述之半導體元件，還包括一晶種層，設置在該黏著層與該 TSV之間。
3.　如請求項 2所述之半導體元件，還包括一隔離焊墊，設置在該阻障層與該第二鈍化層之
間以及在該聚合物焊墊與該第一基底之間。
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4.　如請求項 3所述之半導體元件，其中該重分佈層包括與該第一基底的該正面平行的多個
水平段和與該隔離焊墊的一表面平行的多個垂直段。

5.　如請求項 4所述之半導體元件，其中該等水平段及與該等水平段連接的該等垂直段為一
體成型。

6.　如請求項 1所述之半導體元件，其中該 TSV包括一第一部分和一第二部分，其中該第二
部分設置在該互連結構上方，且該第一部分設置在該第二部分上方和該聚合物焊墊的該

上表面上方。

7.　如請求項 6所述之半導體元件，其中該第一部分的一寬度大於該第二部分的一寬度。
8.　如請求項 1所述之半導體元件，其中該聚合物焊墊的一厚度約為 50奈米到 500奈米之
間。

9.　如請求項 3所述之半導體元件，其中該黏著層包括鈦、鉭、鈦鎢或氮化錳。
10.   如請求項 3所述之半導體元件，其中該晶種層包括銅或釕。
11.   如請求項 3所述之半導體元件，其中該阻障層包括鈷、鈦、氮化鈦、釕、鉭、氮化鉭、

氧化銦、氮化鎢、硼化鎳或氮化鉭/鉭雙層。
12.   如請求項 3所述之半導體元件，其中該聚合物焊墊包括氟基聚合物。
13.   如請求項 7所述之半導體元件，其中該導電墊的一寬度與該第一部分的一寬度不同。
14.   一種半導體元件，包括：

一第一半導體晶片，包括一第一基底，該第一基底具有一正面和與該正面平行的一背

面；

一接合介電質和一第二鈍化層，該接合介電質設置在該第一基底的該正面上方，該第二

鈍化層設置在該第一基底的該背面上方，其中該第二鈍化層具有背向該第一基底的一上

表面；

一重分佈層，設置在該接合介電質和該第一基底的該正面之間；

一第一介電層，設置在該第一基底的該正面和該重分佈層之間；

一罩蓋層，設置在該重分佈層和該接合介電質之間；

一第一導電墊，設置在該罩蓋層和該接合介電質之間；

一第二介電層，設置在該罩蓋層與該接合介電質之間，其中該第二介電層的一表面與該

第一導電墊的一表面呈共面；

一導電特徵，設置在該接合介電質和該第一導電墊中；

一貫穿基底通孔(TSV)，透過該第二鈍化層而暴露並電性耦接到該導電特徵；
一聚合物焊墊，設置在該 TSV和該第一基底之間；
一阻障層，設置在該第二鈍化層與該 TSV之間、在該聚合物焊墊與該 TSV之間以及在
該導電特徵與該 TSV之間；
一黏著層，設置在該阻障層和該 TSV之間；以及
一第二半導體晶片，在一接合界面處耦接到該第一半導體晶片並且包括耦接到該第一基

底的一第二基底，

其中該第一半導體晶片的該聚合物焊墊與該接合界面隔開。

15.   如請求項 14所述之半導體元件，其中該導電特徵包括透過該接合介電質的一背面而暴露
的一第二導電墊，以及電性連接到該第二導電墊並穿透該第一導電墊的一互連結構。

16.   如請求項 15所述之半導體元件，還包括一焊點，設置在該導電特徵上方。
17.   如請求項 16所述之半導體元件，還包括一上阻障層，設置在該焊點與該導電特徵之間。
18.   如請求項 17所述之半導體元件，還包括一上鈍化層，設置在該接合介電質的該背面上

方，其中該上阻障層設置在該上鈍化層中。

(2)
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19.   如請求項 18所述之半導體元件，其中該上鈍化層包括聚苯並噁唑、聚醯亞胺、苯並環丁
烯、阻焊膜或其組合。

20.   如請求項 18所述之半導體元件，其中該上阻障層包括氟化鋁和氧化鋅。
圖式簡單說明

藉由參考詳細描述以及申請專利範圍而可以獲得對本揭露更完整的理解。本揭露還應理

解為與圖式的元件編號相關聯，而圖式的元件編號在整個描述中代表類似的元件。

圖 1是流程示意圖，例示本揭露一些實施例的半導體元件的製備方法。
圖 2A到圖 2D是剖視示意圖，例示本揭露一些實施例的半導體元件所形成的中間階段。
圖 2D'是放大示意圖，例示本揭露一些實施例的圖 2D所示的虛線區域 A1。
圖 2E到圖 2F是剖視示意圖，例示本揭露一些實施例的半導體元件所形成的中間階段。
圖 2F'是放大示意圖，例示本揭露一些實施例的圖 2F所示的虛線區域 A1。
圖 2G是剖視示意圖，例示本揭露一些實施例的半導體元件所形成的中間階段。
圖 2G'是偏壓功率-時間示意圖，例示本揭露一些實施例的脈衝蝕刻操作。
圖 2G''是偏壓功率-時間示意圖，例示本揭露不同實施例的脈衝蝕刻操作。
圖 2H到圖 2L是剖視示意圖，例示本揭露一些實施例的半導體元件所形成的中間階段。
圖 2M、圖 2N、圖 2O及圖 3是剖視示意圖，例示本揭露一些實施例的半導體元件。
圖 4是流程示意圖，例示本揭露一些實施例的半導體元件的製備方法。
圖 5A到圖 5C是剖視示意圖，例示本揭露一些實施例的半導體元件所形成的中間階段。
圖 5D是剖視示意圖，例示本揭露一些實施例的半導體元件。
圖 5E是剖視示意圖，例示本揭露一些實施例的半導體元件。
圖 6是剖視示意圖，例示本揭露一些實施例的半導體元件。
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